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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成24年12月27日(2012.12.27)

【公表番号】特表2012-519881(P2012-519881A)
【公表日】平成24年8月30日(2012.8.30)
【年通号数】公開・登録公報2012-034
【出願番号】特願2011-552988(P2011-552988)
【国際特許分類】
   Ｇ０９Ｇ   3/30     (2006.01)
   Ｇ０９Ｇ   3/20     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０９Ｇ   3/30    　　　Ｊ
   Ｇ０９Ｇ   3/20    ６７０Ｊ
   Ｇ０９Ｇ   3/20    ６４１Ｄ
   Ｇ０９Ｇ   3/20    ６４１Ｐ
   Ｇ０９Ｇ   3/20    ６４２Ａ
   Ｈ０５Ｂ  33/14    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成24年11月7日(2012.11.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＥＬパネル内の複数のＥＬサブピクセル内の駆動トランジスタのゲート電極に駆動トラ
ンジスタ制御信号を与えるための装置であって、該ＥＬパネルは、第１の電圧供給源、第
２の電圧供給源、及び該ＥＬパネル内の複数のＥＬサブピクセルを含み、各ＥＬサブピク
セルは、各ＥＬサブピクセル内のＥＬエミッターに電流を印加するための駆動トランジス
タを含み、各駆動トランジスタは、前記第１の電圧供給源に電気的に接続される第１の供
給電極と、前記ＥＬエミッターの第１の電極に電気的に接続される第２の供給電極とを含
み、各ＥＬエミッターは、前記第２の電圧供給源に電気的に接続される第２の電極を含み
、
　その改良は、
　前記複数のＥＬサブピクセルのうちの１つ又は複数を選択するためのシーケンスコント
ローラと、
　前記１つ又は複数の選択されたＥＬサブピクセルの前記駆動トランジスタの前記ゲート
電極に電気的に接続される試験電圧源と、
　前記第１の電圧供給源、前記第２の電圧供給源、及び前記試験電圧源の電圧を制御して
、前記１つ又は複数の選択されたＥＬサブピクセルの前記駆動トランジスタを線形領域に
おいて動作させるための電圧コントローラと、
　前記第１の電圧供給源及び前記第２の電圧供給源を通って流れる電流を測定し、前記１
つ又は複数の選択されたＥＬサブピクセルの前記駆動トランジスタ及び前記ＥＬエミッタ
ーの特性を表す、前記１つ又は複数の選択されたＥＬサブピクセル毎のそれぞれのステー
タス信号を与えるためのものであって、前記１つ又は複数の選択されたＥＬサブピクセル
の前記駆動トランジスタが前記線形領域において動作する間に、前記電流が測定される、



(2) JP 2012-519881 A5 2012.12.27

測定回路と、
　サブピクセル毎に線形コード値を与えるための手段と、
　前記ステータス信号に応答して前記線形コード値を変更し、各サブピクセル内の前記駆
動トランジスタ及び前記ＥＬエミッターの特性の変動を補償するための補償器と、
　前記駆動トランジスタの前記ゲート電極を駆動するために、前記変更した線形コード値
に応答して前記駆動トランジスタ制御信号を生成するためのソースドライバと、を備える
、装置。
【請求項２】
　ＥＬサブピクセル毎にそれぞれのターゲット信号を与える手段をさらに含み、前記測定
回路は、前記１つ又は複数の選択されたＥＬサブピクセル毎に前記それぞれのステータス
信号を与える間に、前記ターゲット信号を用いる、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記測定回路は、各ＥＬサブピクセルの前記それぞれのターゲット信号を格納するため
のメモリをさらに含む、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記メモリは、各ＥＬサブピクセルのそれぞれの直近の電流測定値をさらに格納する、
請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　各ＥＬエミッターはＯＬＥＤエミッターを含み、各駆動トランジスタは低温ポリシリコ
ントランジスタを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記測定用回路は、
　電圧信号を生成するための電流／電圧コンバータと、
　前記電圧信号に応答して、前記ステータス信号を前記補償器に与えるのに用いられる相
関ダブルサンプリングユニットと、
を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　複数の第２の電圧供給源をさらに含み、各ＥＬエミッターの前記第２の電極は、１つの
みの第２の電圧供給源に電気的に接続される、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記ＥＬパネル内の前記複数のＥＬサブピクセルは行及び列に配列され、前記シーケン
スコントローラは、選択された行内の全てのＥＬサブピクセルを選択する、請求項１に記
載の装置。
【請求項９】
　前記シーケンスコントローラは異なる時点において異なるグループのＥＬサブピクセル
を選択する、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記測定回路は、異なる時点において前記第１の電圧供給源及び前記第２の電圧供給源
を通って流れる電流を測定し、各ステータス信号は、前記それぞれの駆動トランジスタ及
び前記ＥＬエミッターの或る動作期間にわたる動作によって引き起こされる該それぞれの
駆動トランジスタ及び該ＥＬエミッターの特性の変動を表す、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記補償器は、前記線形コード値に応答して該線形コード値をさらに変更し、各サブピ
クセル内の前記駆動トランジスタ及び前記ＥＬエミッターの特性の変動を補償する、請求
項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記第１の供給電極及び前記第２の供給電極を通して、前記測定回路を前記電流の流れ
に選択的に電気的に接続するためのスイッチをさらに含む、請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記測定回路は、前記第１の供給電極及び前記第２の供給電極を通って流れる前記駆動
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電流の関数であるミラー電流を生成するための第１の電流ミラーと、該第１の電流ミラー
にバイアス電流を印加して該第１の電流ミラーのインピーダンスを下げるための第２の電
流ミラーとを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記測定された電流は、選択されたしきい値電流よりも小さい、請求項１に記載の装置
。
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